ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Фотоэлектрические явление тесно связаны с двумя законами фотоэффекта с влиянием воздействия излучение на выбывания электронов из катода металла. 1-закон фотоэффекта гласит, что интенсивность излучения прямо пропорционально плотности фототока насыщения, второй закон фотоэффекта говориться, что максимальный кинетическая энергия не зависит от интенсивности света и линейно возрастает с увеличением частоты света.
Эйнштейн открыл зависимость энергии фотона c кинетической энергии:
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A – работа выхода электронов, h-постоянная Планка, (-частота излучении, mv2/2- кинетическая энергия электронов.
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(min – красная граница фотоэффекта
I- закон фотоэффекта: Фототок прямо прямо пропорционален интенсивности света падающего на катод. Jф ~ I, где I- интенсивность света.
II- закон фотоэффекта: Максимальный кинетическая энергия фотоэффекта не зависит от интенсивности света и линей возрастает с увеличением частоты света.
К (калий) – работа выхода: А=2,2 эВ= 3,5 10-19 Дж.  λmin= 564 нм-желтый цвет излучение,

Zn- работа выхода: А=4,2 эВ= 6,7 10-19 Дж. λmin= 296 нм, (цвет УФ).
Фотоэффектом называется вырывания электронов из вещества под действием света это и есть фотоэлектрическое явление света.
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Теперь перейдём явление фотоэлектричество в полупроводниках.
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                  өзіндік Si   
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2. Волтамперлік сипаттаманың (ВАС) қалыптасуы
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Уравнения переноса учетом оптической генерации
Запишем важнейшие уравнения, описывающие внутренний фотоэффект. К ним относятся уравнения непрерывности, согласно которым при равновесии полная скорость генерации дырок и электронов равна полной скорости их рекомбинации:
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Здесь, Δp = p - p0, и  Δn = n – n0 – отклонения концентрации носителей заряда от равновесных значений p0 и n0; τp  и  τn  - время жизни неравновесных носителей заряда.
Плотность дырочного и электронного токов определяется как сумма дрейфовой и диффузионной составляющих:
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При внутреннем фотоэффекте первичным актом является поглощение фотона. Поэтому процесс образования свободных носителей заряда будет

происходить по-разному – в зависимости от особенностей процесса поглощения света полупроводником.

При межзонных переходах имеет место собственная фотопроводимость. Для полупроводника с прямыми зонами при вертикальных переходах

энергия фотона hυ должна быть не меньше ширины запрещенной зоны, т.е.

hυ ≥ Eg.

В случае непрямых переходов, когда сохранение квазиимпульса обеспечивается за счет излучения фотона с энергией Ep, длинноволновый край

спектра фотопроводимости будет лежать при

hυ = Eg + Ep.
Итак, фоторезистивный эффект заключается в изменении электрического сопротивления полупроводника под воздействием оптического излучения.

Добавочную проводимость, возникающую в результате фотоактивного поглощения фотонов, называют фотопроводимостью.
σ = е [( n0 + Δn) μn + ( р0 + Δр) μр].
Фотодиффузионный эффект (эффект Дембера)

Этот эффект связан с возникновением ЭДС в однородном полупро-

воднике при освещении его сильно поглощаемым светом. 

Эффект открыт немецким физиком X. Дембером (1931); теория разработана Я.И. Френкелем (1933), немецким физиком X. Фрёлихом (1935), Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем (1936).

Если однородный полупроводник освещать светом в области собственного поглощения, то при αd>> 1 поглощение будет происходить в основном вблизи поверхности образца. Возникающий градиент концентрации вызывает появление диффузионных токов электронов и дырок в направлении, перпендикулярном освещаемой поверхности. Эти диффузионные токи взаимно компенсируются при совпадении подвижностей носителей заряда двух типов.
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